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ビスマス(Bismuth)は膜厚を数 nm から数十 nm 程度の薄膜とすることで発現する量子サ

イズ効果から半金属—半導体転移[1-5]を示す。本研究では、量子サイズ効果が期待され

る膜厚範囲において、ビスマス薄膜の電界効果応答特性を研究した。ビスマス薄膜の電界

効果応答の評価は、ビスマス薄膜を伝導チャネルとする電界効果トランジスタ(Field-effect 

transistor; FET)試料にて実験を行った。 

ビスマス薄膜の電界効果応答評価の実験に用いたバックゲート

FET 試料の構成図を Fig.1 に示す。SiO2/Si/SiO2 基板の上面にソ

ース・ドレイン電極として Au 膜を成膜した。また、バックゲート電極

として Au 膜を SiO2/Si/SiO2基板の下面に成膜した。伝導チャネル

となるビスマス薄膜は分子線法によりソース・ドレイン電極間に成

膜した。ビスマス薄膜の電界効果応答は伝導チャネルであるビス

マス薄膜の膜厚が数 nmから 20 nmまでの FET試料で実験を行っ

た。 
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Fig.1 FET based on  

bismuth nanometer-order thin film 
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